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１．概要（Summary） 

ケイ素含有化合物であるかご型シルセスキオキサン(以

下 POSS と表記、Fig. 1）を中心骨格に持つ誘導体を共

役系高分子に分散させた薄膜を作成し、その結晶状態を

X 線回折装置 (SmartLab) で観察する。発光性置換基

を導入したPOSS誘導体は、溶液状態、固体状態におい

て高い発光特性を示す［1］。この POSS 誘導体を発光性

共役系高分子に分散させた薄膜は、置換基が光捕集機

能を担うことによって発光特性が向上することが確認され

た。当研究室では薄膜材料の X 線構造解析を行うことが

できないため、薄膜フィルム中の高分子鎖の結晶性に関

する知見を得ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線回折装置（SmartLab） 

【実験方法】 

 測定当日までに研究室において、POSS 誘導体

(tBuPOSS ） と 発 光 性 共 役 系 高 分 子

poly(p-phenyleneethynylene) (PPE)を重量比を変え

て混合し、クロロホルム良溶媒で溶解させたあと、石英基

板上にスピンコートすることで測定用薄膜を作成した。測

定は、45 kV/200 mA の条件で out of plane 法と In 

plane法ともに測定をおこなった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

X線回折装置によって薄膜の結晶構造を観測した結果、

明瞭な結晶構造に由来するピークは out of plane法と In 

plane 法ともに観察されず、石英基板に由来するブロード

なピークのみが観測された。このことは POSS誘導体の分

散量によらずに、共役性高分子による結晶構造が生成せ

ず、薄膜全体でアモルファス状態になっているためである

と考えられる。この結果は、POSS誘導体が共役系高分子

の結晶化を妨げているという利用者らがすでに得ている光

学測定の解釈を裏付ける結果であると考えている。 
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Fig. 2  X-ray diffractogram (out of plane) of 

composite film made with tBuPOSS and PPE. 

Weight fraction of tBuPOSS is 10 wt%. 
Fig. 1  Structure  of  POSS. 
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